48496

POLSKA OPIS PATENTOWY
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
‘ Patent dodatkowy Kl. 21g 29/10
do patentu
Zgloszono: 06.V.1963 (P 102 454)
MKP H=bimi=
Pierwszenstwo: GO’"‘ ’Iw
URZAD
PATENTOWY UKD
FR I. Opublikowano: 26.X.1964 : e
Twoérca wynalazku: inz. Waldemar Scharf e
Wilasciciel patentu: Biuro Urzadzen Techniki Jadrowej (Zaklad Do-

$wiadczalny), Warszawa (Polska)

Sposéb wytwarzania cienkich warstewek scyntylacyjnych
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Niniejszy sposéb dotyczy wytwarzania cienkich
warstewek scyntylacyjnych z siarczku cynku akty-
wowanego srebrem lub innym pierwiastkiem, kto-
re sg przeznaczone do detekcji czgstek alfa w tech-
nice jgdrowej, np. przy pomiarach skazsh po-
wierzchniowych, pomiarach aktywno$ci prébek la-
boratoryjnych itg.

Stosowane dotychczas sposoby wytwarzania
scyntylatoréw, polegajgce na posypywaniu lumi-
noforu na podkladke pokrytg warstwg kleju lub
przez nalewanie na podkladke mieszaniny Kkleju
z luminoforem ZnS(Ag), majg szereg wad. W pier-
wszym przypadku w stosunkowo grubej warstew-
ce kleju nastepuje pochtanianie znacznej czeSci
czastek a i zwigzane z tym zmniejszenie wydajno-
§ci pomiaréw. Drugi sposéb co prawda eliminuje
powyzszg wade, ale grubo$§¢ warstewki jest nie-
réwnomierna, co stwarza duze trudno$ci w uzyska-
niu jednakowych egzemplarzy.

Znany jest réwniez sposéb polegajgcy na zasto-
sowaniu sedymentacji a nastepnie utrwaleniu
otrzymanej warstewki; pozwala on na uzyskanie
§cisle okre$lonej grubosci warstewki i dobrego uto-
Zenia ziarn. Scyntylatory wytwarzane tym sposo-
bem sg jednak malto odporne na dzialanie wply-
woéw mechanicznych jak np. wstrzgsy, wystepujg-
ce w przyrzadach przenos$nych i noszonych, prze-
znaczonych do pomiaréw skazen powierzchnio-
wych. Poprawe wilasno$ci mechanicznych warste-
wek wytwarzanych tym sposobem mozna wpraw-
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dzie osiggngé przez utrwalenie sedymentowanej
warstewki, wymaga to jednak zastosowania do-
datkowej operacji technologicznej. Utrwalenie to
‘przeprowadza sie mp. za pomocg par chloroformu,
ktore nadtapiajg podkladke wykonang zwykle ze
szkla organicznego. Jezeli warstewke z ZnS{Ag)
wykonuje sie na podktadkach z2 scyantylatoréw
plastykowych (wytwarzanie scyntylatorémw pod-
wojnych, przeznaczonych do jednoczesnej detekcji
promieniowania a oraa promieniowania f, y), to
utrwalenie przez poddawanie dziataniu par chlo-
roformu nie daje zadawalajgcych wynikéw. Pary
te nie oddzialujg bowiem wodwczas na podloze
warstewki scyntylacyjnej z ZnS(Ag), tj. na scynty-
lator z masy plastycznej.

Nowy sposéb wytwarzania cienkich warstewek
z ZnS(Ag) do pomiaréw promieniowania a umo-
zliwia nanoszenie ich na podkladki z dowolnsgo
ma'terialu, jak np. na szklo organiczne, plastyki
scyntylacyjne, szklo zwyktle itp. Podkladki te mo-
ga mie¢ dowolne ksztalty i dowolne wymiary. Na-
noszenie warstewki dokonuje sie za pomocg jedne]
operacji technologicznej, a naniesiona warstewka
odznacza sie duzg odporno$cig mechaniczng, réw-
nomierng grubo$cia powierzchniowsg oraz duzg
wydajnosciag pomiaru. Nowy sposéb wytwarzania
cienkich warstewek scyntylacyjnych z ZnS(Ag),
o grubos$ciach powierzchniowych rzedu kilku lub
kilkunastu mg/cm?, polega na tym, ze na podktad-
ke np. z polimetakrylanu metylu (szklo organicz-
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ne) lub innego tworzywa przezroczystego natry-
skuje’ si¢ roztwor chloroformu z dodatkiem poli-
metakrylanu metylu, ktéry zawiera zawiesing
ZnS(Ag), przy czym zawarto§é polimetakrylanu
metylu wynosi okoto 1%, a zawartos¢ ZnS(Ag) wy-
nosi okolo 10%,. Natryskiwanie to 'przeprowadza
sie pistoletem natryskowym o odpowiedniej §red-
nicy dyszy, zasilanym powietrzem sprezonym o ci-
§nieniu okotlo p. at. Pistolet powinien byé¢ wyposa-
zony w zbiorniczek obrotowy, umozliwiajacy pra-
ce w kierunku pionowym.

Nowy spos6b wytawarzania cienkich warstewek
scyntylacyjnych z ZnS(Ag) nadaje sie szczeg6lnie
dobrze do seryjnej produkcji zar6wno scyntylato-
ré6w reagujgcych tylko na 'promieniowanie a jak
i scyntylator6w podwéjnych, w ktérych warstew-
ka z ZnS(Ag) jest naniesiona na scyntylator z mas
plastycznych.
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Zastrzezenia patentowe
1. Sposéb wytwarzania cienkich warstewek scyn-
tylacyjnych z ZnS(Ag) przeznaczonych do de-

. tekcji promieniowania, znamienny tym, Ze na

podkladke np. z polimetakrylanu metylu lub
innego tworzywa ‘przezroczystego natryskuje
sie roztwoér, ktéry sklada sie z substancji wig-
zacej o dobrej przyczepno$ci do podkladki np.
polimetakrylanu metylu i z rozpuszczalnika np.
chloroformu w ktéorym znajduje si¢ ZnS(Ag),
lub inny scyntylator o strukturze ziarnistej,
w postaci zawiesiny.

2. Spos6b wedlug zastrz. ], znamienny tym, ze za-

warto§é chloroformu wynosi okoto 0,5% w sto-
sunku wagowym.

3. Spos6b wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,

ze zawarto§é ZnS(Ag) wynosi okoto 109, w sto-
sunku objetosciowym.
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